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Revision de 1a présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

® Bulletin de 1a CE1

Rapport d’activite de la CE]
Publié annuellement

©®  Catalogue des publications de l]a CEX
Publi¢ annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente P

ont été soit repris du V.E.IL, soit spécifiquement approuvés a
fins de cette publication.

Symboles graphiques et ji

Pour les symboles g
d’usage général apprQ

aphigues, symbole

— la Publication 27 de la
¢électrotechnique;

cifiquement approuvés aux\ins de cette publication.

Les symboles littéraux pour les dispositifs a semiconducteurs
et les microcircuits intégrés font I'objet de la Publication 148 de
la CEL

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comite d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the TEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

IEC Bulletin

@  Report on IEC Activities
Published yearly

®  Catalogue of IEC Pub
Published year]

Terminoiog

aye either been taken from the LE.V. or have been specifically
gved for the purpose of this publication.

Graphical and jetter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1EC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in IEC Publication 148.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Neuviéme complement a la Publication 147-1 (1972)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
-DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Premiere partie: Valeurs limites et caractéristiques €

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les qitesti
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a cgs
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internati

leurs régles nationales le texte de la recomrha
Toute divergence entre la recommandation de
étre indiquée en termes clairs dans cette de

La préser e
ducteurs et cirxgditsuinté

limites et les \caracté ues essenfielles des dispositifs a semiconducteurs. La deuxiéme partie de la
norme, ¢graitant \des\pri généraux des méthodes de mesure, fait ’objet de la Publication 147-2 de

Les différents” projets qui ont servi de base & son élaboration résultent de travaux qui ont
commencé a2 Monte-Carlo (1970) et se sont poursuivis a Stockholm (1971), Munich (1973), La Haye
(1974), Tokyo (1975), Nice (1976) et Moscou (1977).

Sept projets, documents 47(Bureau Central)525, 526, 527, 554, 696, 697 et 698, furent soumis a
I’approbation des Comités nationaux suivant la Reégle des Six Mois de juin 1974 a juillet 1978. En
outre, une modification, document 47(Bureau Central)635, fut soumise a I’approbation des Comités
nationaux selon la Procédure des Deux Mois en octobre 1976.

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de (ou ont voté
contre) la publication de ce complément conformément au tableau suivant:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Ninth supplement to Publication 147-1 (1972)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared
National Committees having a special interest therein are represented
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use gnd they are/acceptethby theNNational Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the\] E C\expre is Nhtional Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their nationa N as natiqnal conditions will permit. Any divergence
between the I EC recommendation and the correspondi ationa 2g should;as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

This standard }@ ¢ : Lechhical Committee No. 47: Semiconductor Devices
and Integrated Circuits.

It constitutes the [ FXC Publication 147-1 on essential ratings and character-
istics of semicond gvices, Pa of the standard, dealing with the general principles of

measuring methods;ds\ as | EC Publication 147-2.
This supp current-regulator diodes, bipolar and field-effect transistors, Hall effect
devices.

The different draftsised as a basis for its preparation result from work started in Monte-Carlo
(1970) and continued in Stockholm (1971), Munich (1973), The Hague (1974), Tokyo (1975), Nice
(1976) and Moscow (1977).

Seven drafts, Documents 47(Central Office)525, 526, 527, 554, 696, 697 and 698, were submiitted to
the National Committees for approval under the Six Months’ Rule from June 1974 to July 1978.
Furthermore, an amendment, Document 47(Central Office)635, was submitted to the National
Committees under the Two Months’ Procedure in October 1976.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of (or voted against)
publication of this supplement according to the following table:

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-1J 1981


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1j-1981
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1j-1981

—_—6 —

Diodes, transistors Dispositifs a effet Hall
T 41(BC) 525 526 696 697 698 527 554 635
Pays
Afrique du Sud (Républiqued’) . ... .. + + +
Allemagne . . .. ... ... .. ..., + + — + + + + +
Argentine . .. ... ... ... ...... + +
Australie . . . ... ... ... ... .. + + + + + + +
Belgique . ... ............... + + + + + + + +
Canada. . .................. + + + + + + + +
Corée (Républiquede) . . ... ... ... + + +
Danemark . . ... ............. + + + + +
Egypte . . ... ... ... L. + + + +
Espagne . .. ................ + + +
Etats-Unis d’Amérique . . . .. ... ... + + + \(:\ + — +
Finlande . . . ... ............. + +
France . .. ... .............. + + + +
Hongrie . ... ............... + + +
Israél . . . .. .. ... .. .. ... ... + + + +
Italie . . ... ... ... ... ... ... + + + + +
Japon . ..o + + + + +
Pays-Bas . . . .. ... + + /\\ 3 +
Pologne . .................. + + N \ + 4 + +
Portugal ... .............. .. + \ +
Roumanie . ... .............. + ﬁ\ + + +
Royaume-Uni . . . ........ .. ... + + \/ + + + +
Suéde. . . .. ... .. ... ... + + + + + +
Suisse . ... /g\ + G > + + + + +
Tchécoslovaquie . . . ... ... .. C < + + + + +
Turquie . ... ........ ... .\ . + + \j\ + + + + +
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques + + + + +
v

\{tétre considéré comme positif

+ = vote positif -

9,
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Diodes, transistors

Hall effect devices

47(CO)
Countries

w
o]
w

526

696 697 527

554 635

Argentina
Australia

Belgium ... ................
Canada. ... ................
Czechoslovakia . .. ............
Denmark . . . . ... ............
Egypt. . .. ... ... . o .
Finland
France . . .. ... ... ... .......
Germany . . . . ... ..o
Hungary
Israel

Japan. . . ... ... oo 0oL
Korea (Republicof) . . . . ... ... ...
Netherlands
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Portugal . .. ... ... ..... .. ...
Romania . ... ...............
South Africa (Republicof) . .. ... ...
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Sweden. . . ... ..............
Switzerland
Turkey . . . ... ... oL
Union of Soviet
Socialist Republics
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United States of America
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Neuviéme complement a la Publication 147-1 (1972)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHOCDES DE MESURE

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION HUIT — DIODES REGULATRICES IX

1. Type

Diode régulatrice de courant & température ambidnte ond\température de boitier spécifiée.

2. Mateériau semiconducteur

Silicium, etc.

3. Encombrement

3.1

4. Valeurs es (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire

4.1 Températures de stockage minimale et maximale: lyg

4.2 Températures de fonctionnement, ambiante ou de boitier, »
minimale et maximale: Lamp OU leage

4.3 Dissipation totale de puissance maximale
a une température ambiante ou de boitier de 25 °C: P

et courbe de réduction ou facteur de réduction.
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Ninth supplement to Publication 147-1 (1972)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION EIGHT — CURRENT-REGULATOR DI@D

1. Type

Ambient-rated or case-rated current-regulator diode.

2. Semiconductor material

Silicon, etc.

3. OQOutline

3.1

4. Limiting val
specified

4.1 Minimum and maximum storage temperatures: Lig
4.2 Minimum and maximum operating ambient or case temperatures: Limb O Loase
43 Maximum total power dissipation at an ambient or case temperature of 25 °C: P
and a derating curve or derating factor.
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